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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月30日(2011.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体材料の表面および領域、ならびに前記表面の一方の側の光子活性領域を有する本
体と、前記表面の一方の側とは反対側に隣接する光誘導機構とを含むオプトエレクトロニ
ック・デバイスにおいて、前記光誘導機構が、光の通路を画定する光反射側壁を形成する
交互の光反射材料の層および絶縁材料の層の構造体を含み、前記側壁は、光反射材料の領
域が絶縁材料の前記層の隣接する縁部を覆うことによって連結される光反射材料の前記層
の露出した縁部を含む、オプトエレクトロニック・デバイス。
【請求項２】
　前記光誘導機構が前記表面上に一体化して形成され、光反射材料の前記層が標準半導体
処理技術の導電層を含み、前記覆われた縁部が、離間した導電層間の接続を形成するため
の前記技術の相互接続バイアを含む、請求項１に記載のオプトエレクトロニック・デバイ
ス。
【請求項３】
　前記半導体材料がシリコンであり、前記光子活性領域が半導体材料の前記領域に形成さ
れたｐｎ接合を含み、前記光誘導機構が前記表面上の光送出区域を囲む、請求項１に記載
のオプトエレクトロニック・デバイス。
【請求項４】
　前記ｐｎ接合が、使用中、前記光送出区域を通して前記光誘導機構の方に光を送出する
ための発光源である、請求項３に記載のオプトエレクトロニック・デバイス。
【請求項５】
　前記ｐｎ接合が、使用中、前記光誘導機構から前記光送出区域を通して光を受け取るた
めの光検出器である、請求項３に記載のオプトエレクトロニック・デバイス。
【請求項６】
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　前記通路の横断面積が前記区域から離れる方向において増加する、請求項３乃至５のい
ずれか１項に記載のオプトエレクトロニック・デバイス。
【請求項７】
　前記光反射材料が、アルミニウム、銅、金、およびポリシリコンからなる群から選択さ
れる、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニック・デバイス。
【請求項８】
　前記絶縁材料が酸化物を含む、請求項１乃至７のいずれか１項に記載のオプトエレクト
ロニック・デバイス。
【請求項９】
　前記露出した縁部および前記覆われた縁部のうちの少なくともいくつかが前記通路の主
軸に対して鋭角で傾斜する、請求項１乃至８のいずれか１項に記載のオプトエレクトロニ
ック・デバイス。
【請求項１０】
　前記角度が前記区域から離れる方向において減少する、請求項９に記載のオプトエレク
トロニック・デバイス。
【請求項１１】
　半導体材料の表面および領域、ならびに前記表面の一方の側の光子活性領域を有する本
体を含むオプトエレクトロニック・デバイスのための光誘導機構を形成する方法において
、前記方法が、
　光の通路を画定する光誘導機構を前記表面の一方の側とは反対側に隣接して形成するス
テップであって、前記通路が前記表面上に光反射材料の層および絶縁材料の層を交互に堆
積することによって形成され、前記通路を画定する反射側壁を形成するために光反射材料
の前記層および絶縁材料の前記層の隣接する縁部が利用されるステップと、
　絶縁材料の前記層の前記縁部を光反射材料で覆うステップと、
　を含む方法
【請求項１２】
　標準半導体処理技術を利用し、前記表面上に前記光反射材料の前記層のうちの第１の層
を堆積させ、光反射材料の前記第１の層を光反射材料の第２の層から絶縁材料の前記層の
うちの第１の層によって分離させ、前記技術のバイア輪郭を利用して光反射材料の前記第
１および第２の層の前記隣接する縁部間にバイアを形成し、絶縁材料の前記第１の層の前
記隣接する縁部を覆うことによって前記機構が前記表面上に一体化して形成される、請求
項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　それぞれ前記覆われた縁部および光反射材料の前記層の前記縁部のための、前記通路の
主軸に対する鋭角の傾斜を形成するステップを含む、請求項１１または１２に記載の方法
。
【請求項１４】
　前記覆われた縁部のための前記傾斜および光反射材料の前記層のための前記傾斜が、放
物線の形態のプロファイルを前記通路に与えるように配置され、前記覆われた縁部のため
の前記傾斜および光反射材料の前記層の前記縁部のための前記傾斜の角度が一定であり、
前記通路の前記主軸と前記傾斜との間の距離が、前記角度と前記放物線上の対応する場所
における前記放物線の接線との間の差を最小にするように選択される、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記覆われた縁部のための前記傾斜および光反射材料の前記層の前記傾斜が、放物線の
形態のプロファイルを前記通路に与えるように配置され、前記覆われた縁部のための前記
傾斜のそれぞれの角度および光反射材料の前記層の前記縁部のためのそれぞれの角度が、
前記放物線上の対応する場所における前記放物線の接線に近づくように変化する、請求項
１３に記載の方法。
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